BA 145

Doppeltdiffundierte
SILIZIUMDIODE

zur Verwendung als Klemmdiode
® in Farbfernsehempféingern

Mechanische Daten:

GehHuse: Kunststoff
JEDEC DO-14

Das Kunststoffgeh#use 2max_nicht verzinnt
erfillt die Kurzprii-

fung "Feuchte Wirme"
nach DIN 40 046 bzw.
IEC 68 - 2D,

MaBangaben in mm.

Litung:

max., L8tdauer 3 s bei
einer LBttelgerntur
von max. 300°C, die
Létstellen milssen
min. 5 am vom GehZuse
entfernt sein.

Das Kunststoffgehliuse
darf an etwaigen Be-
rﬂhrungastelles nicht
heiBer als 125 C wer=-

den.

Kurzdaten: ’
Scheitelsperrspannung UR W M = max. 300 V
Spitzensperrspannung UR M = max. 350 V
DurchlaBstrom, Mittelwert IF Ay = max. 300 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = max. 2 A
Sperrschichttemperatur : eJ = max. 125 °C
DurchlaBspannung bei IP = 100 mA, bJ = 715°% UF g 1 Vv
Sperrstrom bei UB = 300 V, %J = 75°%C IR é 10 paA
Sperrverzugsladung <

beim Umschalten von IF = 10 mA auf UR =2V QS = 0,4 nAs
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BA 145

Absolute Grenzwerte:

Scheitelsperrspannung: UR VM max. 300 V
Spitzensperrspannyng: UR M = max. 350 V
SpannungsstoB in Sperrichtung: Up gtop = MaX. 350 V 1)
DurchlaBstrom, Mittelwert: Ip .y =max. 300 ma 2)
DurchlaBstrom, Scheitelwert: Ip = max. 2 A 3)
Uberlastungs-StromstoB: ip gtop = Mex. 15 A 4)
negativer Spitzénstrom: IR M = max. 500 mA
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 125 °¢
Lagerungstemperatur: 85 = min. -65 °C
9 = max. 125 °¢

Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: RByu < . 0,2 K/mW
Kennwerte:
DurchlaBspannung o <

bei IF = 100 mA, eJ =75 C: Up = 1 v
Sperrstrom <

bei Up = 300 V, 8 = 25°C: Iy = 2 pA

bei Up = 300 V, 8 = 75°C: Ip < 10 pA
Kapazitit o

bei UR =150 V, f = 1 MHz, sJ = 25...125°C: C = 4 pF
Sperrverzugsladung

beim Umschalten von IF =10 mA auf U, =2 V <

mit -dI/dt = 5 mA/ps bei 8; = 25°¢C: QS = 0,4 nAs
1

) max. Daver t = 1 ms
2) max. Integrationszeit tav = max. 20 ms
3) Spitzenwert IF M, = max. 5 A bei t é 10 ps
4) max. Dauer t = 10 ms (Sinushalbwelle)
9.74 VALVO HALBLEITERDIODEN
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BA 145
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BA 145
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Mechanische Daten:

Doppeltdiffundierte
SILIZIUMDIODE

fiir schnelle Schalteranwendungen,
z.B, als Phasenvergleichsdiode fiir
Horizontalablenkung oder als Klemm-
diode in Fernsehempféingern sowie
fiir Gleichrichteranwendungen

Geh#use: Kunststoff, JEDEC D0-14

Das Kunststoffgehiuse
erfiillt die Kurzpriifung

"Feuchte Warme"
nach DIN 40 046
bzw. IEC 68-2D.

MaBangaben in mm.

Létung:

max. Lotdauer 3 s b
einer Léttemperatur
von 300°C, die Léts

2 max_nicht verzinnt

§ B Al o
e it <
. : ? LZSAth‘Zirmx

tellen

miissen min. 5 mm vom

Gehduse entfernt se
Das Kunststoffgehiu

in.
se

darf an etwaigen Beriihrungs-
stellen nicht heiBler als

125°C werden.

BA 148

max.

= max.

max.

max.

= max.

A A

Kurzdaten:
Scheitelsperrspannung UR WM=
Spitzensperrspannung UR M
DurchlaBstrom, Mittelwert bei UR WM™ 300 V IF AV

bei UR WM 80 V IF AV
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M
Sperrschichttemperatur 8J
DurchlaBspannung bei I, = 2 4, 8 = 150°C Up

. 0

Sperrstrom bei UR = 300V, SJ = 125°C IR

max.

300 Vv
350 V
400 mA
500 mA
3 A
150 °c
1,5 v
200 pA

VALVO HALBLEITERDIODEN
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BA 148

Absolute Grenzwerte:

Scheitelsperrspannung: U
< RWM
Spitzensperrspanaung (VT = 0,01): UR M
SpannungsstoB in Sperrichtung (t = max. 10 ms): u
< R stofl
DurchlaBstrom, Mittelwert bei UR WM z 300 V: IF AV
bei UR WMT 80 V: IF AV
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M
. 2 .
tberlastungs-StromstoB (t = max. 10 ms): °) ip stoB
negativer Spitzenstrom: IR M
Sperrschichttemperatur: 3J
Lagerungstemperatur: 8S
%s
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,
bei Befestigung an Lotfahnen, volle Drahtlénge: Rth U
bei Befestigung an Litfahnen, Drahtlé&nge je 10 mm: Rth U
bei Befestigung auf Leiterplatte mit kleinen
Kupferfldchen, Drahtléinge je > 5 mm: Rth U
Kennwerte:
DurchlaBspannung bei I ='2 A, 8; = 150°C: Up
. 0
Sperrstrom bei UR = 300 V, 3J = 2500. IR
bei UR =300V, BJ = 125 C: IR
Kapazitét o
bei UR =150 V, f = 1 MHz, 8J = 25...125 C: C
Sperrverzugsladung
beim Umschalten von I, = 10 mA auf UR =2V
mit -d1/dt = 5 mA/ps bei 8; = 25°¢: Qg

1) Spitzenwert I . = max. 5 A bei t < 10 ps

%) sinusférmige Stromhalbwelle, § = 125°C

= maX.

max.

= maX.

max.

max.

max.

= maXx.

A A

A

A HA

A

max.
max.
min.

max.

300 V
350 V
350 V
400
500

15
500
150
-65
125

E>>E8E

©

o o a

200 grd/w
150 grd/w

200 grd/w

2 pA
200 pA
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BA 148

Phasenvergleichaschaltung:
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BA 148
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BA 148
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BA 148
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BA 148
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BA 220

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -
STABILISIERUNGSDIODE (STABISTOR)

zur Stabilisierung kleiner Spannungen
sowie flr Begrenzer- und Schutzschaltungen

-

e -

Mechanische Daten:

$185 9056
max max
Geh#use: Glas, JEDEC D0-35
Farbcodierung:
1.Farbstreifen f
(breit, Katodenseite): rot . -l >l
2,Farbstreifen: rot 254 4,25 25, e 72 020
3.Farbstreifen: schwarz min max min
MaBangaben in mm.
Kurzdaten:
Sperrspannung, Scheitelwert: Un M = maz. 10 V
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M = max. 400 mA
Speriaehichttenperatnr: OJ = max. 200 °c
DurchlaBspannung bei IF = 10 mA, OJ = 25°C: UF - 680-750 mV
Sperrstrom bei Un =10 V, OJ = 25°C: IR S 1,6 A
- VALVO HALBLEITERDIODEN 9.74
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BA 220

Absolute Grenzwerte: (ghltig bis &

Sperrspannung, Scheitelwert:
DurchlaBstrom, Mittelwert (’tav =
DurchlaBstrom, Scheitelwert:
Uberlastungs-StromsteB, t =
t=18:

1 us:

Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Kennwerte: (bei 8; = 25°¢c)
DurchlaB8spannung
bei IF = 0,1 mA: UF = 460-520 mV
bei IF = 1 mA: UF = 560-620 mV
bei IF = 5 mA: UF = 640-700 mV
bei IF = 10 mA: UF = 680-750 mV
bei IF = 100 mA: UF = 825-950 mV
Sperrstrom
<
bei UR =10 V: IR = 1,5 A
Kleinsignalkapazitédt
bei U, =0 .
R <
und £ = 1 MHz: ¢c = 2,5 pF
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von IF = 10 mA
auf Up =6V (nL = 100 Q),
gemessen bei iR = 1 mA:
t é 4 ns
rr

1) bei sinusférmigem Stromverlauf
max. 130 (= 400/x) mA

J max

)

max. 20 ms):

UR M = max. 10 V
IF AV = max. 200 mA 1)
IF M = max. 400 mA
iF atog = maX. 4 A
iF stog = meX. 1 A
8, = max. 200 °C
8 = min. -85 °C
8 = max. 200 °¢
<
L = 0,5 K/mW
1000 FFFFEFEr AR
- 9,2 25°C
I [ — Mittelwert
(MA)}| ~ —streywerte //
100 S
’ .
v
10
y 4
J
/
1 /
.
f
0, L {l
0,25 0,50 0,75 TR 135

7.77
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SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - ALLZWECKDIODE

Mechanische Daten:

BA 221

$1,.85 9 056
Geh&use: Glas, JEDEC D0-35 m‘&sx m%sx
Farbcodierung:
1.Farbstreifen ——= ==} h—
(breit, Katodenseite): rot — B
2.Farbstreifen: rot
3.Farbstreifen: braun 254 4,25 254 .
min max min VF72 0200
MaBangaben in mm.
Kurzdaten:
Sperrspannung: UR = max. 30 V
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M = mex. 400 mA
Sperrschichttemperatur: &J = max. 200 _7C
DurchlaBspannung bei IF = 100 mA, GJ = 25°%C: UF é 950 mV
Sperrstrom bei UR =30V, oJ = 25°C: IR é 200 nA
e
VALVO HALBLEITERDIODEN 974

33



BA 221

Absolute Grenzwerte: (gultig bis y max)
Sperrspannung: Uk = max. 30 V
DurchlaBstrom, Mittelwert (tav = max. 20 ms): Ip av = max. 200 mA 1)
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M = max. 400 mA
Uberlastungs-StromstoB, ¢t = 1 pa: 1p stop = WAX. 4 A
t =1 8: iF stos = WAX. 1 :
Sperrschichttemperatur: sJ = max. 200 ¢C
Lagerungstemperatur: 0s = min. -65 °c
38 = max. 200 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Bth v é 0,5 K/mW
Kennwerte : (Bei 8; = 25°¢)
300 [ 71"0!2'_!_
DurchlaBspannung
- L-Tof
bei I, = 1mA: UL 625 mv I T %=25°C
bei I, = 100 mA: Uy & 950 mv (mA) J
bei Ip = 200 mA: U < 1050 av |
Sperrstrom ]
. < 200 7
bei UR =10 V: In = 25 nA T
bei Up = 30 V: I, $ 200 m 1
Kleinsignalkapazitit ;
bei Up = 0 H—=
< L | ——
b 4 1 : =
und f = 1 MHz c 2,5 pF 100 .,
Sperrverzigerungszeit U
beim Umschalten von IF = 10 mA
anfunssv(nL=1ooa), 1'1
gemessen bei in = 1 mA: .
<
t = 4
rr 0
) 1 Ue (V) 2
1) bei sinusférmigem Stromverlauf
max. 130 (= 400/x) mA
—
9.74 , VALVO HALBLEITERDIODEN
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BA 281

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - DIODE
fiir Ratiodetektor-Schaltungen

Mechanische Daten:

$185 9056

Geh#duse: Glas, JEDEC D0-35 max max
Farbcodierung:

1.Farbring -

(breit, Katode): rot

2.Farbring: grau ' 254 ' 4,25 254 '

3.Farbring: braun min max min VF72 0200
MaBangaben in mm.

Kurzdaten:

Sperrspannung Uh = max. 50 V

DurchlaBstrom IF = max. 200 mA

Sperrschichttemperatur 3J = max. 200 °C

DurchlaBspannung bei IF = 10 pA UF = 360...420 mV

Sperrstrom bei UR =50V IR § 50 nA

1 - VAIVD



BA 281

Absolute Grenzwerte:

Gleichsperrspannung:
DurchlaB-Gleichstrom:
DurchlaBstrom, Spitzenwert:
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Statische Kennwerte: bei $J = 25%

DurchlaBspannung bei IF = 10 pA:
bei IF = 100 mA:

Sperrstrom bei Uh = 50 V:

Dynamische Kennwertes

Kapazitdt bei U, = 0, £ = 1 MHz:

R
HF-Gleichrichtung
bei £ = 10,7 MHz, RL = 33 k@, CL = 330 pF und UHF M= 3

Spannungsrichtverhdltnis:
Uy/Ugp y = 0,85

Démpfungswiderstands
r6 = 12 kQ

UR = max. 50 V
IF = max. 200 mA
IF M = max. 450 mA
85 = max. 200 °c
8 = min. -65 °c
8 = max. 200 °
R hS 0,6 K/mW
th U ’
Uy = 360...420 mV
v, $ 1,0 v
< 50 nA
c é 1,2 pF
Ve

Uo

1

VX 74 0010



BA 315

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL -
STABILISIERUNGSDIODE (STABISTOR)

zu} Stabilisierung kleinmer Spannungen
sowie flir Begrenzer- und Schutzschaltungen

Mechanische Daten:

Gehluse: Glas, JEDEC D0-35 6185 4056
Farbcodierung:

1. Farbstreifen ==

(breit, Katode): orange

2, Farbstreifen: braun TV %4

3. Farbstreifen: griin min max min VF72 0200

MaBangaben in mm.

Kurzdaten:

Sperrspannung, Scheitelwert UR M = max. 5 \Z

DurchlaBstyom, Scheitelwert Ip y = max. 225 mA

Sperrschichttemperatur °J = max. 200 °c

DurchlaBspannung bei IF = 100 pA UF = 480...540 mV
bei IF = 100 mA UF = 875...1050 mV

Sperrstrom bei UR =5V IR ) é 1,5 pA

VALVO HALBLEITERDIODEN 9.74
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BA 315

Absolute Grenzwerte: (gHltig bis 8; )
Sperrspannung, Scheitelwert: UR M = max. 5 V
DurchlaBstrom, Mittelwert (tav = max. 20 ms): IF Ay = max. 100 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M = max. 225 mA
U'berlastungs-stromstoﬂ, t =1 ps: il"‘ stoB = max., 2,0 A
- t=1 s: ip otop = MBX. 0,5 ﬁ
Sperrschichttemperatur: eJ = max. 200 C
Lagerungstemperatur: &S = min. -65 °c
88 = max. 200 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U = 0,6 K/mW
Kennwerte: bei eJ = 25°C
DurchlaBspannung
bei I, = 100 pA: U_ = 480...540 mV 100 VR0
bei I =1 mA: °) Uy = 590...660 mV I
bei IF = 5 mA: UF = 670...740 mV (MA) 3 25°C s/
bei IF = 10 mA: UF = 710...790 mV 57
s - " - Q
bei IF = 100 mA: UF = 875,..1050 mV :;'i’
Sperrstrom < 10 ‘5:
bei UR =5V: IR = ‘1,8 pA . i
Kleinsignalkapazit¥t 1
bei U, =0 < !
und £~ = 1 MHz: C = 3,0 pF '
Differentieller [
DurchlaBwiderstand ! 1
bei £ = 1 kHz ‘Wi
und I, = 1mA: r,= 50 e f
F £ <
wnd I, =10m: r,= 6($7) @ /
01
Q25 05 075 10 Ug(V) 125
- .
) AUF/AoJ = -2,1 mV/K
7.77 VALVO HALBLEITERDIODEN
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BA 480

SILIZIUM - EPITAXIAL - SCHOTTKY-BARRIER - DIODE
zair Verwendung als UHF-Mischdiode

Mechanische Daten:

Gehduse: Glas, JEDEC D0-34

Die Katodenseite ist durch
einen Farbring gekennzeichnet.

26
Ao

lemux E:t\

9055
254 :taoa 254.,] max
min max mln

MaBangaben in mm.

~4

ac

508 VZ 720266.1
min

Kurzdaten:

Sperrspannung UR = max. 4 Vv
DurchlaBstrom IF = max. 30 mA
Sperrschichttemperatur SJ = max. 100 °c
Rauschzahl bei Iy = 2 mA'und £ = 900 MHz I 9 dB

o5 VAIVD




BA 480

Absolute Grenzwerte: (gﬁltig bis 9

J max)
Gleichsperrspannung:

Spitzensperrspannung:

DurchlaBstrom:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperaturs

P P @
n n o =f==F
=

Wdrmewiderstand:

=

zwischen Sperrschicht und Umgebung: th U

Kennwertes bei GU = 25°C, sofern nicht anders angegeben
DurchlaBspannung bei IF = 1 mA: UF
bei IF = 10 mA: UF
Sperrstrom bei UR =4 V: IR
bei Up = 4 V wnd 8 = 60°Cs I
Kapazitdt bei Uh = 0,2 Vund f = 1 kHz: [
Serienwiderstand bei IF = 5 mA und f = 1 kHz: Te
Rauschzahl bei f = 900 MHz: 1) F
1) bei Richtstrom Ij = 2 mA und F,p = 1,5 dB bei f,. = 35 MHz

140

max.
max.
max.
max.
min.,

max.

A

A A

[ ZANN | ZaNNN | VaNRNN | PANN | PoN

280
430

o o o E < <

a a o

K/mW

nV
mv
paA

pF

dB



BA 481

SILIZIUM - EPITAXIAL - SCHOTTKY-BARRIER - DIODE
zur Verwendung als UHF-Mischdiode

-

Mechanische Daten:

Gehduse: Glas, JEDEC D0-34

Die Katodenseite ist durch
einen Farbring gekennzeichnet.

MaBangaben in mm.

2,6
81,6 mox L] st
T T
0 i 2055
. 284 3,04 254 max
min max min
508, VZ 7202664
min

Kurzdaten:
Sperrspannung UR = maX. 4 Vv
DurchlaBstrom IF = max. 30 mA
o
Sperrschichttemperatur &J = max. 100 C
<
. Rauschzahl bei IF =2 mA und £ = 900 MHz F = 8 dB

o3 VAIVD



BA 481

Absolute Grenzwerte: (ghltig bis &J max)
Gleichsperrspannung: UR
Spitzensperrspannung: U M
DurchlaBstrom: IF
Sperrschichttemperaturs &J
Lagerungstemperatur: BS
3S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U
Kennwerte: bei SU = 2500, sofern nicht anders angegeben
DurchlaBspannung bei IF = 1 mA: UF
bei IF = 10 mA: UF
Sperrstrom bei UR =4 V: . IR
bei UR =4 V und SU = 60 C: IR
Kapazitat bei UR =0 und f = 1 MHz: C
Serienwiderstand bei IF = 5 mA und f = 1 kHz: Te
Rauschzahl bei f = 900 MHz: 1) F
1) bei Richtstrom IO = 2 mA und FZF = 1,5 dB bei fZF = 35 MHz
6.85

142

max.
max.
maxe.
max.
min.

max.

A A

A A

AU 1A

SN

E < <

30
100
-65
125

450
600

10
100

=2

=2
Q a o

K/mW

mV
mV

paA
LA

pF

dB



